
Полупроводниковые приборы и устройства 
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Рис.1. – Зависимость фоточувтвительно-
сти иммерсионных ФД от длины волны 
излучения для нескольких температур.  
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В последнее время наблюдается рост числа публикаций, рассматривающих фотоэлек-
трические свойства гетероструктур с большим несоответствием периодов решеток под-
ложки и узкозонных рабочих слоев структуры, например, структур HgCdTe/Si [1], а также 
неизопериодных «барьерных структур» [2]. Такие гетероструктуры представляют интерес 
для ряда применений, например, в связи с необходимостью их интегрирования/монтажа с 
кремниевыми платами для создания фоточув-
ствительных матриц большого формата. При 
этом нередко утверждается, что дислокации, 
возникшие из-за несоответствия периодов реше-
ток, не создают сколько-нибудь заметной плот-
ности безызлучательных центров рекомбинации 
и каналов для утечек тока. В этой связи нам 
представляются актуальными исследования p-n 
структур на основе InAs1-xSbx/InAs (x>0.2), по-
скольку в арсениде индия (и с большой долей 
вероятности также и в его ближайшем аналоге - 
InAs1-xSbx (x<0.5)) структурные дефекты обра-
зуют рекомбинационные уровни лишь в зоне 
проводимости, а не в глубине запрещенной зоны 
полупроводника.  

В докладе, являющемся продолжением 
наших исследований ФД в средней ИК области спектра [3], приводятся и обсуждаются фо-
тоэлектрические свойства фотодиодов (ФД) с поглощающим слоем на основе InAs0.7Sb0.3 
толщиной 5 мкм, изготовленных на подложке n-InAs(100) в виде освещаемых со стороны 
n-InAs чипов с круглыми мезами диаметром Dm от 35 до 250 мкм и с широким отражаю-
щим анодным контактом, расположенным на поверхности слоя P-InAsSbP(Zn). 

При температурах, близких к комнатной, последовательное сопротивление для 
Dm>100 мкм почти на порядок превышало динамическое сопротивление p-n перехода 
вблизи нулевого смещения, что являлось одной из основных причин низкой фоточувстви-
тельности (0.15 А/Вт, 300 К, Рис.1). Это не являлось препятствием для наблюдения интен-
сивной отрицательной люминесценции даже при небольших обратных смещениях, являю-
щейся следствием эффективного экстрагирования носителей заряда из областей вблизи от 
p-n перехода. С понижением температуры фоточувствительность резко возрастала, дости-
гая значений 0.67 А/Вт, что соответствует внешней квантовой эффективности 14 % (ниж-
няя оценка параметра). При этом анализ вольт-амперных характеристик и их зависимости 
от температуры указывал на доминирование диффузионного механизма токопрохождения, 
характерного для структур с незначительной концентрацией структурных дефектов, что 
подтверждает перспективность p-n структур на основе InAs1-xSbx/InAs (x>0.2) для создания 
ФД в важной для практики спектральной области 5 – 8 мкм. 
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